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구조를 이용한 단일모드형 고휘도Trench

발광소자의 광출력 증가에 대한 연구

유영채 김경찬 정진욱 이정일 한일기, , , , *

한국과학기술연구원 나노소자연구센터

고휘도 발광소자 는 파장대역폭이 넓고 동시에 광출력이 큰(superluminescent diodes, SLD)
반도체 광원이다. 파장대역폭이 넓다는 점에서 발광다이오드 (ligth emitting 와 유diodes, LED)
사하고 광출력이 높다는 점에서 레이저 다이오드, 와 유사한 와 의(laser diodes, LD) LED LD
중간 형태의 광원이라고 할 수 있다 는 크게. SLD i) optical coherence tomography (OCT), ii)
광섬유 자이로스코프 파장분할 광통신 시스템 등에서 핵심 광원으로 응용가능하다, iii) . SLD
연구에서의 중요 관심사는 주로 파장대역폭을 증가시키는 것과 광출력을 증가시키는 것으로

요약할 수 있다 최근에는 양자점. 을 이용한 연구가 많은 주목을 받고(quantum dot: QD) SLD
있다 양자점을 이용하여 파장대역폭이 인 양자점 가 처음으로 보고된 이후. InAs 80nm SLD

구조를 가진 양자점 연구도 진행되었다 등과 등은 각각 개의chirping SLD [1]. Ray Li 5
각각 를 사용하여 파장대역폭이 각각InxGa1-xAs ( x=0.12~0.15, x=0.09~0.15) 85 와nm 121 인nm

양자점 를 보고하였다 이와 같이 에 관한 연구는 대부분 파장대역폭을chirping SLD [2, 3]. SLD
증가시키는 방향으로 이루어졌고 어느 정도 성과를 거둘 수 있었지만 광출력을 증가시키는,
연구는 상대적으로 적었다고 할 수 있다 본 연구에서는 기존에 개발된 에서 도. J-shaped SLD
파로 주위에 트렌치 구조를 새로 적용함으로서 파장의 변화에 기인한 방사손실 또는(trench) (

손실 을 최소화하였고 이로부터 에서의 광출력을 증가시킨 결과를 보고한다bending ) , SLD .
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